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Краткая биография: Родилась 5 ноября 1977 года в городе Баку. Окончив школу №20, получила 

образование на физическом факультете Бакинского Государственного Университета. Замужем, 
имеет двоих детей. 

 

Образование, научная степень: 
1998г-студентка Физического факультета специальности Физическая электроника БГУ. 

2000-магистр по специальности «Физика плазмы» Физического факультета. 

2008-защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Электронные процессы в тонких пленках 

твердых растворов типа Cd1-xZnxS1-ySe и структурах на их основе». 

 

Трудовая деятельность: 

2000-2004  - старший лаборант на кафедре Физической электронике Физического Факультета БГУ. 
С 2004года - преподаватель на кафедре Физической электроники Физического факультета БГУ. 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Общая физика, 
Твердотельная электроника, 

Оптоэлектроника, 

Физическая электроника. 
Количество статей - более 30. 

 

Проводимые исследования: 
Изучение электронных процессов в тонких пленках и структурах на их основе. 

 

Участие в международных семинарах, симпозиумах и конференциях: 
2006, 2007, 2008 - весенний семинар Европейского Научно-исследовательского общества, 
Страсбург, Франция. 

2006- Международная научно-техническая конференция «Фотоэлектроника и приборы ночного 

видения», Москва, Россия. 
2006- Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной 

электроники и микроэлектроники», Таганрог, Россия. 

2013- VII Республиканская Научно-практическая конференция на тему «Опто-, наноэлектроника и 
физика высоких энергий», Баку. 
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